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(57)【要約】
【課題】負荷に大電流を安定して流すことができる電源
装置等を提供する。
【解決手段】電源装置２は、電源１０、および、電源１
０から負荷２０に電力を供給する電力供給回路４０を備
える。電力供給回路４０は、Ｍ個の電界効果トランジス
タ４１１～４１Ｍ、電流値検出部４２、ゲート電圧制御
部４３およびＭ個のバッファ部４４１～４４Ｍを含む。
電源１０と負荷２０との間の電力供給経路の一部におい
てＭ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍが並列的
に設けられ、また、電力供給経路に電流値検出部４２が
設けられていて、電力供給経路に流れる電流の値が電流
値検出部４２により検出され、この検出された電流値が
一定となるようにゲート電圧制御部４３によりＭ個の電
界効果トランジスタ４１１～４１Ｍそれぞれのゲート端
子に与えられる電圧値が制御される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源から負荷に電力を供給する電力供給回路であって、
　前記電源と前記負荷との間の電力供給経路の一部に設けられた複数本の分岐経路と、
　複数本の前記分岐経路それぞれに設けられ、制御端子，第１端子および第２端子を含み
、各分岐経路に前記第１端子および前記第２端子が接続されて挿入されたトランジスタと
、
　前記電力供給経路に流れる電流の値を検出する電流値検出部と、
　前記電流値検出部により検出された電流値が一定となるように、複数の前記トランジス
タそれぞれの前記制御端子に与える電圧値を制御する電圧制御部と、
　前記電圧制御部から複数の前記トランジスタそれぞれの前記制御端子への経路に設けら
れたバッファ部と、
　を備えることを特徴とする電力供給回路。
【請求項２】
　電源と、前記電源から負荷に電力を供給する請求項１記載の電力供給回路と、を備える
ことを特徴とする電源装置。
【請求項３】
　電源と、電磁石と、前記電源から負荷としての前記電磁石に電力を供給する請求項１記
載の電力供給回路と、を備えることを特徴とする磁場発生装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力供給回路、この電力供給回路および電源を含む電源装置、ならびに、こ
の電力供給回路，電源および電磁石を含む磁場発生装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１に開示された電源装置が知られている。この文献に開示された電源装置は、
電源から負荷に電力を供給されるものであって、負荷に印加される電圧の値を検出して、
その検出した電圧値が一定となるように制御を行う。
【特許文献１】特開平９－３１１７３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記特許文献１に開示されたものを含めて従来の電源装置は、負荷に大電流を
安定して流すには限界がある。負荷としての電磁石と電源装置とを組み合わせて構成され
る磁場発生装置では、大きな磁場を発生させようとするには電磁石に大電流を流せばよい
が、その場合に安定した大きさの磁場を発生させることは困難である。
【０００４】
　本発明は、上記問題点を解消する為になされたものであり、負荷に大電流を安定して流
すことができる電源装置および電力供給回路、ならびに、このような電源装置を含み磁場
の大きさを一定とすることができる磁場発生装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る電力供給回路は、電源から負荷に電力を供給する電力供給回路であって、
(1)電源と負荷との間の電力供給経路の一部に設けられた複数本の分岐経路と、(2) 複数
本の分岐経路それぞれに設けられ、制御端子，第１端子および第２端子を含み、各分岐経
路に第１端子および第２端子が接続されて挿入されたトランジスタと、(3)電力供給経路
に流れる電流の値を検出する電流値検出部と、(4) 電流値検出部により検出された電流値
が一定となるように、複数のトランジスタそれぞれの制御端子に与える電圧値を制御する
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電圧制御部と、(5)電圧制御部から複数のトランジスタそれぞれの制御端子への経路に設
けられたバッファ部と、を備えることを特徴とする。
【０００６】
　本発明に係る電源装置は、電源と、電源から負荷に電力を供給する上記の本発明に係る
電力供給回路と、を備えることを特徴とする。また、本発明に係る磁場発生装置は、電源
と、電磁石と、電源から負荷としての電磁石に電力を供給する上記の本発明に係る電力供
給回路と、を備えることを特徴とする。
【０００７】
　本発明によれば、電源から負荷に電力を供給する電力供給回路の一部が複数本の分岐経
路とされていて、複数本の分岐経路それぞれにトランジスタが設けられ、電力供給経路に
流れる電流の値が電流値検出部により検出され、この検出された電流値が一定となるよう
に電圧制御部によりトランジスタの制御端子に与えられる電圧値が制御される。電源と負
荷との間の電力供給経路の一部において複数個のトランジスタが並列的に設けられている
ことにより、より大きな値の電流を負荷に流すことができる。また、電圧制御部から複数
のトランジスタそれぞれの制御端子への経路にバッファ部が設けられていることにより、
相互干渉が低減されて各トランジスタの動作が安定し、また、インピーダンスを低くする
ことができて外来ノイズの影響を受け難い。また、負荷が電磁石である場合に、この負荷
（電磁石）および電源装置を含んで構成される磁場発生装置では、発生する磁場が大きく
、しかも、その磁場の大きさが安定化される。
【０００８】
　なお、本発明において用いられるトランジスタは、電界効果トランジスタおよびバイポ
ーラトランジスタの何れであってもよい。電界効果トランジスタである場合、制御端子は
ゲート端子であり、第１端子はドレイン端子であり、第２端子はソース端子である。また
、バイポーラトランジスタである場合、制御端子はベース端子であり、第１端子はエミッ
タ端子であり、第２端子はコレクタ端子である。ただし、電界効果トランジスタは、バイ
ポーラトランジスタと比較して低抵抗であるので、電源から負荷へ電力を高効率に供給す
る上で好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る電源装置および電力供給回路は、負荷に大電流を安定して流すことができ
る。また、本発明に係る磁場発生装置は、磁場の大きさを一定とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための最良の形態を詳細に説明する。な
お、図面の説明において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。
【００１１】
　図１は、本実施形態に係る電源装置２および電力供給回路４０の構成を示す図である。
この図に示される電源装置２は、電源１０、および、電源１０から負荷２０に電力を供給
する電力供給回路４０を備える。また、電力供給回路４０は、Ｍ個の電界効果トランジス
タ４１１～４１Ｍ、電流値検出部４２、ゲート電圧制御部４３およびＭ個のバッファ部４
４１～４４Ｍを含む。なお、負荷２０が電磁石である場合には、この負荷（電磁石）２０
および電源装置２を含む構成のものは磁場発生装置となる。ここで、Ｍは２以上の整数で
ある。また、以下に登場するｍは１以上Ｍ以下の各整数である。
【００１２】
　本実施形態では、電源１０と負荷２０との間の電力供給経路の一部がＭ本の分岐経路Ｐ

１～ＰＭとされていて、各分岐経路Ｐｍに電界効果トランジスタ４１ｍが設けられている
。すなわち、Ｍ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍは、電源１０と負荷２０との間
の電力供給経路の一部において並列的に設けられている。各電界効果トランジスタ４１ｍ

は、ゲート端子，ソース端子およびドレイン端子を含んでおり、共通の特性を有している
。各電界効果トランジスタ４１ｍは、分岐経路Ｐｍにソース端子およびドレイン端子が接
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続されて挿入されている。各電界効果トランジスタ４１ｍは、ゲート電圧に印加される電
圧の値に応じて、ソース端子とドレイン端子との間の抵抗値が変化する。
【００１３】
　電流値検出部４２は、電力供給経路に設けられ、この経路に流れる電流の値を検出する
。より具体的には、図示のとおり、電流値検出部４２としてシャント抵抗器が用いられ、
その抵抗器の一端が接地されていて、その抵抗器の他端がゲート電圧制御部４３の入力端
に接続されている。したがって、電流値検出部４２からゲート電圧制御部４３の入力端に
入力される電圧値は、電流値検出部４２に流れる電流（すなわち、負荷２０に流れる電流
）の値に比例する。
【００１４】
　ゲート電圧制御部４３は、電流値検出部４２により検出された電流値が一定となるよう
に、Ｍ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍそれぞれのゲート端子に与える電圧値を
制御する。より具体的には、ゲート電圧制御部４３は、アンプＡ３、抵抗器Ｒ３１、抵抗
器Ｒ３２、抵抗器Ｒ３３および帰還部Ｚ３を含む。
【００１５】
　アンプＡ３の反転入力端子は、抵抗器Ｒ３１を介して基準電位が入力される。アンプＡ

３の非反転入力端子は、抵抗器Ｒ３２を介して電流値検出部４２と接続されていて、電流
値検出部４２により検出された電流値に応じた電圧値が入力される。アンプＡ３の出力端
子は、抵抗器Ｒ３３およびバッファ部４４ｍを介して電界効果トランジスタ４１ｍのゲー
ト端子に接続されている。また、アンプＡ３の反転入力端子と出力端子との間に帰還部Ｚ

３が接続されている。帰還部Ｚ３は、抵抗器およびコンデンサを含み、複素インピーダン
スを有する。
【００１６】
　このように構成されるゲート電圧制御部４３は、反転入力端子および非反転入力端子そ
れぞれに入力される電圧値の差に応じた電圧値をＭ個の電界効果トランジスタ４１１～４
１Ｍそれぞれのゲート端子へ出力することで、電流値検出部４２により検出される電流値
が一定となるように、Ｍ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍそれぞれのゲート端子
に与える電圧値を制御することができる。また、ゲート電圧制御部４３は、帰還部Ｚ３の
複素インピーダンスの値に応じて位相補償を行うことができる。
【００１７】
　本実施形態に係る電力供給回路２および電力供給回路４０では、電源１０と負荷２０と
の間の電力供給経路の一部においてＭ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍが並列的
に設けられ、また、電力供給経路に電流値検出部４２が設けられていて、電力供給経路に
流れる電流の値が電流値検出部４２により検出され、この検出された電流値が一定となる
ようにゲート電圧制御部４３によりＭ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍそれぞれ
のゲート端子に与えられる電圧値が制御される。したがって、温度変動等があっても負荷
２０に流れる電流の値は一定とされ得る。また、負荷２０が電磁石である場合に、この負
荷（電磁石）２０および電源装置２を含んで構成される磁場発生装置では、温度変動等が
あっても磁場の大きさが一定とされ得る。
【００１８】
　また、一般に、バイポーラトランジスタにおけるコレクタ端子とエミッタ端子との間の
抵抗値と比べて、電界効果トランジスタにおけるソース端子とドレイン端子との間の抵抗
値は小さい。すなわち、バイポーラトランジスタにおける電圧降下量と比較して、電界効
果トランジスタにおける電圧降下量は小さい。したがって、本実施形態では、負荷２０に
流れる電流の値を一定に制御するために低抵抗のＭ個の電界効果トランジスタ４１１～４
１Ｍが設けられていることにより、電源１０から負荷２０へ電力が高効率に供給される。
また、Ｍ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍそれぞれにおける発熱量が小さく、ま
た、それ故に水冷等により容易にＭ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍが一定温度
に維持され得る。
【００１９】
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　また、本実施形態では、電源１０と負荷２０との間の電力供給経路の一部においてＭ個
の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍが並列的に設けられていることから、より大きな
値の電流を負荷２０に流すことができる。
【００２０】
　また、本実施形態では、ゲート電圧制御部４３から各電界効果トランジスタ４１ｍのゲ
ート端子への経路にバッファ部４４ｍが設けられていることから、以下のような効果もあ
る。すなわち、仮に、バッファ部４４１～４４Ｍを設けないとした場合、すなわち、ゲー
ト電圧制御部４３の出力端とＭ個の電界効果トランジスタ４１１～４１Ｍそれぞれのゲー
ト端子とが直接に接続されているとした場合、各電界効果トランジスタ４１ｍのゲート端
子に与えられる電圧値が相互干渉を起こして各電界効果トランジスタ４１ｍの動作が安定
しない可能性があり、また、インピーダンスを高く維持する必要があることから外来ノイ
ズの影響を受け易い可能性がある。これに対して、本実施形態では、バッファ部４４１～
４４Ｍが設けられていることにより、上記の相互干渉が低減されて各電界効果トランジス
タ４１ｍの動作が安定し、また、インピーダンスを低くすることができて外来ノイズの影
響を受け難い。
【００２１】
　本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、種々の変形が可能である。例えば
、上記実施形態では電界効果トランジスタが用いられたが、これに替えてバイポーラトラ
ンジスタが用いられてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本実施形態に係る電源装置２および電力供給回路４０の構成を示す図である。
【符号の説明】
【００２３】
　２…電源装置、１０…電源、２０…負荷、４０…電力供給回路、４１１～４１Ｍ…電界
効果トランジスタ、４２…電流値検出部、４３…ゲート電圧制御部、４４１～４４Ｍ…バ
ッファ部。
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